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Wafer mit optischen Kontrollmodulea in Gitterfeldem 



Die ErjBndung bezieht sich auf einen Wafer, welcher Wafer eine Anzahl von 
Belichtungsfeldem aufweist und welcher Wafer in jedem Belichtungsfeld eine Anzahl von 
Gitterfeldem aufweist, wobei jedes Gitterfeld einen IC enthalt und wobei jeder IC eine 
Vielzahl von IC-Bestandteilen enthalt, und welcher Wafer eine erste Gruppe von ersten 
Sagebahnen und eine zweite Gruppe von zweiten Sagebahnen aufweist, wobei alle ersten 
Sagebahnen der ersten Gruppe je parallel zu einer ersten Richtung verlaufen und je eine 
erste Bahnbreite aufweisen und wobei alle zweiten Sagebahnen der zweiten Gruppe je 
parallel zu einer die erste Richtung kreuzenden zweiten Richtung verlaufen und je eine 
zweite Bahnbreite aufweisen und wobei die ersten Sagebahnen und die zweiten 
Sagebahnen fiir ein spateres Vereinzehi der Gitterfelder und der darin enthaltenen ICs 
vorgesehen und ausgebildet sind, und wobei in jedem Belichtungsfeld) mindestens zwei 
Kontrollmodul-Felder vorgesehen sind, welche Kontrollmodul-Felder je parallel zu der 
ersten Richtung und folglich zu den ersten Sagebahnen verlaufen und je mindestens einen 
optischen KontroUmodul enthalten, wobei jeder Kontrollmodul eine Mehrzahl von 
Kontrollmodul-Bestandteilen enthalt 

Ein solcher Wafer gemaB der eingangs in dem ersten Absatz angefShrten 
Ausbildungistbeispielsweise aus dem Patentdokument US 6,114,072 Abekanni^ wobei 
insbesondere auf die an Hand der Figur 21 beschriebene Ausbildung hinzuweisen ist. Bei 
dem bekannten Wafer ist die Ausbildung so getroffen, dass ein erstes Kontrolhnodul-Feld 
eines jeden Belichtungsfelds unmittelbar an einen ersten Rand des betreffenden 
Belichtungsfelds angrenzend angeordnet ist und dass ein zweites Kontrollmodul-Feld eines. 
jeden Belichtungsfelds unmittelbar an den zweiten Rand des betreffenden Belichtungsfelds 
angrenzend angeordnet ist. Hierbei Uegt jedes Kontrolhnodul-Feld in einer halben ersten 
Sagebahn. Diese Ausbildung hat zur Folge, dass zwischen zwei in der zweiten Richtung 
unmittelbar nebeneinander angeordneten Reihen von Gitterfeldem von zwei 
BeUchtungsfeldem em erstes Kontrolhnodul-Feld und ein zweites Kontrollmodul-Feld der 
betreffenden zwei Belichtungsfelder liegen, so dass der in der zweiten Richtung 
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verlaufende Abstand zwischen zwei in der zweiten Richtung umnittelbar nebeneinander 
angeordneten Reihen von Gitterfeldem von zwei Belichtungsfeldem dutch den zweifachen 
Wert der Breite eines Kontrollmodiil-Felds gegeben ist. Aufgrund der Tatsache, dass 
zwischen zwei in der zweiten Richtung unmittelbar nebeneinactder angeordneten Reihen 
von Gitterfeldem von zwei Belichtungsfeldem zwei solche erste Kontrollmodul-Felder 
liegen und jedes Kontrollmodul-Feld in einer halben ersten Sagebahn liegt, also zwei 
nebeneinander liegende Kontrollmodul-Felder die Breite einer ganzen ersten Sagebahn 
bestimmen und alle parallel zueinander verlaufenden Sagebahnen auf einem Wafer, also 
auch die parallel zu der ersten Richtung verlaufenden ersten Sagebahnen zwischen den 
Gitterfeldem innerhalb jedes Belichtungsfelds , die gleiche Breite aufweisen miissen, um 
die bei der Produktion des Wafers imd der Produktion der ICs erforderlichen Stepper- 
Schritte beim Testen und beim Sagen und beira Assemblieren prazise durchflihren zu 
konnen, hat dies zur Folge, dass auch die zwischen den ICs eines jeden Belichtungsfeldes 
verlaufenden ersten Sagebahnen die zweifache Breite der Kontrollmodul-Felder aufweisen 
mussen. Dies hat zur Folge, dass ein nicht unerheblicher Anteil an Waferflache fur die 
Gesamtheit aller Sagebahnen benotigt ist, was eine unerwunschte Verschwendung darstellt 

Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend beschriebenen 
Sachverhalte zu beseitigen und einen verbesserten Wafer zu schaffen. 

Zur L5sung dieser Aufgabe sind bei einem Wafer gemalJ der Erfindung 
Merkmale gemaB der Erfindung vorgesehen, so dass ein Wafer gemaB der Erfindimg auf 
die im Folgenden angegebene Weise charakterisierbar ist, namlich: 

Wafer, welcher Wafer eine Anzahl von Belichtungsfeldem aufweist und 
welcher Wafer in jedem Belichtungsfeld eine Anzahl von Gitterfeldem aufweist, wobei 
jedes Gitterfeld einen IC enfhat und wobei jeder IC) eine Vielzahl von IC-Bestandteilen 
enfhalt, und welcher Wafer eine erste Gmppe von ersten Sagebahnen und eine zweite 
Gmppe von zweiten Sagebahnen aufweist, wobei alle ersten Sagebahnen der ersten Gmppe 
je parallel zu einer ersten Richtung verlaufen imd je eine erste Bahnbreite) aufweisen und 
wobei alle zweiten Sagebahnen der zweiten Gmppe je parallel zu einer die erste Richtung 
kreuzenden zweiten Richtung verlaufen und je eine zweite Bahnbreite aufweisen imd 
wobei die ersten Sagebahnen und die zweiten Sagebahnen fur ein spateres Vereinzeln der 
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Gitterfelder und der darin enthaltenen ICs vorgesehen imd ausgebildet sind, und wobei in 
jedem Belichtungsfeld mindestens zwei Kontrollmodul-Felder vorgesehen sind, welche 
Kontrollmodul-Felder je parallel zu der ersten Richtung und folglich zu den ersten 
Sagebahnen verlaufen und je mindestens einen optischen Kontrollmodul enfhalten, wobei 
5 jeder Kontrollmodul eine Mehrzahl von Kontrollmodul-Bestandteilen enthalt, und wobei 
jedes iimerhalb eines Belichtungsfelds angeordnetes Kontrolbnodul-Feld aus mehreren 
Kontrollmodul-Feldteilenbesteht und auf mehrere Gitterfelder aufgeteilt ist und 
wobei jeder Kontrollmodul-Feldteil in einem Gitterfeld vorgesehen ist und mindestens 
einen Kontrolhnodul-Bestandteil enthalt 

10 Durch das Vorsehen der Merkmale gemaJJ der Erfindung ist auf einfache Weise 

und ohne zusatzlichen Aufwand erreicht, dass zwischen je zwei in der zweiten Richtung 
unmittelbar nebeneinander angeordneten Belichtungsfeldem uberhaupt kein 
KontroUmodul-Feld liegt, so dass der in der zweiten Richtung verlaufende Abstand 
zwischen zwei Belichtungsfeldem nur durch die Breite einer ersten Sagebahn gegeben ist 

15 Dies hat auf vorteilhafte Weise zur Folge, dass auch die Breite der zwischen benachbarten 
Gitterfeldem vorgesehenen Sagebahnen nur durch die Breite einer ersten Sagebahn 
gegeben ist, was eine wesentlich bessere Ausnxitzung der Flache eines Wafers gemaB der 
Erfindung gegenuber einem Wafer gemaB dem Stand der Technik ergibt Bei einem Wafer 
gemaB dem Stand der Technik ist es bekannt, dass die Breiten der zwischen den 

20 Gitterfeldem verlaufenden ersten Sagebahnen und der Kontrolhnodul- Felder in der 

GroBenordnung zwischen 90 |Lun und 120 |Lun liegen, wogegen bei einem Wafer gemaB der 
Erfindung - je nach verwendeter Wafer- Fertigungstechnologie und Wafer- 
Prozesstechnologie - die Breiten der ersten Sagebahnen und der Kontrollmodul-Felder auf 
Werte zwischen 80 jum und 20 jLim bzw. 15 |im bzw. 10 |LLm reduziert sindbzw. reduziert 

25 werden koimen, wobei flir Breiten zwischen 80 ^im und 50 iLim besonders dxiime 

Sageblatter zum Einsatz kommen und fur die besonders niedrigen Breiten Voraussetzung 
ist, dass zum spateren Vereinzehi der Gitterfelder bzw, ICs sogenannte Laser-Sagen 
verwendet werden, wobei sogenannte ,JR.ed- Laser*' oder ,JBlue- Laser*' zum Einsatz 
kommen. Auch ist es moglich, die in Fachkreisen unter den Bezeichnungen „Stealth- 

30 Dicing" und „Scribe & Break- Dicing" bekannten Technologien einzusetzen, Weiters ist 
der Vorteil erreicht, dass alle Gitterfelder praktisch zur Ganze zur Realisierung von je 
mindestens einem IC ausgeniitzt werden konnen bzw. ausgeniitzt sind und nur je ein sehr 
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Meiner Bereich in alien Gitterfeldem, natnlich in jedem IC jedes Gitterfelds, zur 
Realisierung der Kontrollmodule benotigt ist 

Bei einem Wafer gemafi der Erfindxmg hat es sich als besonders vorteilhaft 
erwiesen, wenn jeder Kontrollmodul-Feldteil in jedem Gitterfeld in der gleichen Position 
5 angeordnet ist, in welcher Position der in dem betreffenden Gitterfeld enthaltene IC keine 
IC-Bestandteile aufweist Hierdurch ist erreicht, dass in einem Gitterfeld ein fiir die 
Realisierung von dem in diesem Gitterfeld enthaltenen IC ohnehin nicht genutzter Bereich, 
der aber fiir das Realisieren eines kompletten Kontrollmoduls zu Mein ist, auf vorteilhafte 
Weise fur das Realisieren von mindestens einem Kontrollmodul-Bestandteil ausgeniitzt ist 

1 0 Bei einem Wafer gemaB der Erfindung hat es sich welters als sehr vorteilhaft 

erwiesen, wenn die mindestens zwei Kontrolknodul-Felder eines jeden Belichtungsfelds in 
ehiem in der zweiten Richtung verlaufenden mittleren Abstand voneiaander angeordnet 
sind, welcher mittlere Abstand zumindest zu einem Viertel der Seitenlange einer in der 
zweiten Richtung verlaufenden Seite eines Belichtungsfelds gleich ist. Auf diese Weise ist 

15 ein fur Mindestanspriiche an die HersteUungsgenauigkeit ausreichend grofier Abstand 

zwischen den inindestens zwei Kontrollmodul-Feldem jedes Belichtungsfelds erreicht, was 
im Hinblick auf ein genaues Durchfiihren der unter Verwendung der optischen 
Kontrollmodule durchffihrbaren bzw- durchgefuhrten Prozessschritte vorteilhafl ist 

Bei einem Wafer gemaB der Erfindung kann der mitflere Abstand zu etwas 

20 mehr als einem Viertel (1/4) oder zu etwas weniger oder etwas mehr als der Halfte (1/2) 
Oder zu etwas weniger oder etwas mehr als drei Viertel(3/4) der Seitenlange einer ia der 
zweiten Richtung verlaufenden Seite eiaes Belichtungsfelds gleich sein. Als besonders 
vorteilhaft hat es sich aber erwiesen, wenn der mittlere Abstand zu der ganzen Seitenlange 
einer in der zweiten Richtung verlaufenden Seite eines BeUchtungsfelds abziiglich der 

25 Seitenlange einer in der zweiten Richtung verlaufenden Seite eines Gitterfelds gleich ist 
Auf diese Weise ist ein mo^chst groBer Abstand zwischen den mindestens zwei 
Kontrollmodul-Feldem jedes Belichtungsfelds sichergestellt, was im Hinblick auf ein 
mSglichst prazises Durchfiihren der unter Verwendung der optischen Kontrollmodule 
durchfiihrbaren bzw. durchgefiihrten Prozessschritte vorteilhaft ist. 

30 Es ist vorteilhaft, weim in jedem Belichtungsfeld nur zwei Kontrollmodul- 

Felder vorgesehen siad und wenn diese zwei Kontrolhnodul-Felder in einem in einem 
moglichst groiJen Abstand voneinander angeordaet sind. Hierdurch ist eine hohe Prazision 



PHAT030071 EP-P - 5 - 

bei den unter Ausniitzung der Kontrollmodule bzw. der Kontrollmodul-Bestandteile 
durchgefahiten Prozessschrittea sichergestellt. Es kann erwahnt werden, dass in jedem 
BeUchtungsfeld auch drei oder vier Kontrollmodul-Felder vorgesehen sein konnen, deren 
Kontrolltnodul-Feldteile auf ICs in dem betreffenden BeUchtungsfeld aufgeteilt sind. Es 
kann welters erwahnt werden, dass ein BeUchtungsfeld auch die Form eines Dreiecks 
aufsveisenkann, wobei in der Umgebung von jedem Eckenbereich ein KontroUmodul-Feld 
angeordnet sein kann oder in der Umgebung von nur zwei Eckenbereichen je ein 
KontroUmodul-Feld vorgesehen sein kann. 

Es sei noch erwahnt, dass die Verwendung der MaBnahmen gemaB der 
Erfindung am gunstigsten sich erwiesen hat bzw. sich erweist, wenn der Wafer zur 
ReaUsierung von ICs mit einer IC-Flache von etwa 0,5 bis 10,0 mm x 0,5 bis 10,0 mm, 
also etwa 0,25 bislOO,0 mm^,vorgesehen und verwendet ist. Weiters ist es giinstig, wenn 
die BeUchtungsfelder etwa 21,0 mm x 21,0 mm groB sind und wenn bei emem 
Durchmesser des Wafers von beispielsweise 8,0 inches, wobei dann eine zum ReaUsieren 
von ICs ausnutzbare Flache von etwa 32,000 mm^ zur Verfugung steht, auf dem Wafer 
etwa 320 bis 128,000 ICs (Chips) realisiert sind. Die erfindungsgemaBen MaBnahmen sind 
aber auch bei Wafem mit einem Durchmesser von 4,0, 5,0 ,6,0 und 12,0 inches anwendbar 

Die vorstehend angefuhrten Aspekte und weitere Aspekte der Erfindting gehen 
aus den un Nachfolgenden beschriebenen AusfShrungsbeispielen hervor und sind anhand 
dieser Ausfahrungsbeisspiele erlSutert 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von einem in den Zeichnungen 
dargestellten Ausfiihrungsbeispiel weiter beschrieben, auf welches Ausfuhrungsbeispiel die 
Erfindung aber nicht beschrankt ist. 

Die Figur 1 zeigt schematisch und in einer Draufsicht einen Wafer gemaB 
einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfibadung. 

Die Figur 2 zeigt in einem gegenuber der Figur 1 wesentUch groBeren MaBstab 
einen Ausschnitt aus dem Wafer gemaB der Figur 1 . 



Die Figur 1 zeigt einen Wafer 1. Der Wafer 1 weist auf bekannte Weise 
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halbleitende Eigenschaflen auf. Der Wafer 1 ist auf Basis von Silizium realisiert. Der 
Wafer 1 kaim aber auch auf Basis von einem Polymer realisiert sein, wobei dann 
sogenannte Polymer-ICs mitHilfe des Wafers erhalten werden. 

Der Wafer 1 weist eine AnzaM von Belichtungsfeldem 2 auf. Die 
Belichtungsfelder 2 sind in der Figur 1 ohne die darin enthaltenen Bestandteile dargestellt 
In der Figur 2 sind nur zwei ^nze Belichtungsfelder 2 mit Hilfe von strichlierten Linien 
angegeben. Wie aus der Figur 2 ersichtUch isl^ weist der Wafer 1 in jedem BeHchtungsfeld 
2 eine AnzaM von sich kreuzenden und gitterartig verlaufenden Sagebahn-Abschnitten 6 A, 
6B, 6C, 8A, 8B 8C, 8D auf. Weiters weist der Wafer 1 eine AnzaM von Gitterfeldem 3 
zwischen den Sagebahn-Abschnitten 6A, 6B, 6C, 8A, 8B 8C, 8D auf, wobei jedes 
Gitterfeld 3 einen IC 4 enthalt. Jeder IC 4 enthalt eine VielzaM von IC-Bestandteilen, was 
an sich seit langembekannt ist. Die IC-Bestandteile sind in den Figuren 1 und 2 nicht 
dargestellt. In jedem IC 4 gibt es auch Meine Bereiche, in denen keine IC-Bestandteile 
realisiert sind. 

Der Wafer 1 weist eine erste Gruppe 5 von ersten Sagebahnen 6 und eine 
zweite Gruppe 7 von zweiten Sagebahnen 8 auf. Alle ersten Sagebahnen 6 der ersten 
Gruppe 5 verlaufen je parallel zu einer ersten Richtung X, die in der Figur 1 mit einer 
strichpunktierfcen Linie angegeben ist. AUe zweiten Sagebahnen 8 der zweiten Gruppe 7 
verlaufen je parallel zu einer die erste Richtung X kreuzenden zweiten Richtung Y, die in 
der Figur 1 ebenfells mit einer strichpuhktierten Linie angegeben ist. Bei dem Wafer 1 
kreuzen sich die erste Richtung X und die zweite Richtung Y in einem rechten Wmkel. 
Dies muss aber nicht unbedingt so sein, sondem die zwei Richtungen X und Y konnen sich 
auch in einem von 90° abweichenden Winkel kreuzen, beispielsweise in einem Winkel von 
85°, 80°, 75° Oder 70°. Alle ersten Sagebahnen 6 weisen je erne erete Bahnbreite Wl auf. 
Alle zweiten Sagebahnen 8 weisen je eine zweite Bahnbreite W2 auf. Bei dem Wafer 1 
sind die zwei Bahnbreiten Wl und W2 unterscMedlich groB, und zwar ist die erste 
Bahnbreite Wl Meiner als die zweite Bahnbreite W2. Dies muss aber nicht unbedingt so 
sem, sondem es kSnnen die zwei Bahnbreiten Wl und W2 auch gleich groJ3 gewaMt sein, 
was meist bevorzugt ist. Auch ist es moglich, dass die erste Bahnbreite Wl groBer als die 
zweite Bahnbreite W2 gewaMt ist. Die ersten Sagebahnen 6 bestehen aus mehreren in der 
ersten Richtung X aufeinanderfolgend liegenden ersten Sagebahn-Abschnitten 6A, 6B, 6C 
und die zweiten Sagebahnen 8 bestehen aus mehreren in der zweiten Richtung Y 



PHAT030071 EP-P - 7 - 

aufeinanderfolgendliegettden zweiten Sagebahn-Abschnitteii 8A, 8B 8C, 8D. Die ersten 
Sagebahnen 6 und die zweiten SagebaJmen 8 sind fOr das spateren Vereinzeln der 
Gitterfelder 3 und folglich der darin enfhaltenen ICs vorgesehen und ausgebildet 

Bezuglich der SSgebahnen sei an dieser Stelle erwahnl^ dass bei einem Wafer, 
5 bei dem sich die ersten Sagebahnen und die zweiten Sagebahnen in einem von 90° 
abweichenden Winkel kreuzen, auch eine dritte Gruppe von dritten Sagebahnen 
vorgesehen sein kann, wobei dann bei einem solchen Wafer dreieckige Gitterfelder und 
dreieckige ICs vorliegen. Hierbei kann die Ausbildung so gewahlt sein, dass sich die 
Sagebahnen der drei Gruppen je unter einem Winkel von 60° kreuzen, wobei dann die 
10 Gitterfelder und die ICs eine Flachenform gemaB einem gleichseitigen Dreieck au^eisen. 
Dies muss aber nicht so sein, weil auch andere WinkelverhSltnisse und folglich andere 
Dreiecksformen moglich sind. Die ersten, zweiten und dritten SSgebahnen konnen die 
gleiche Bahnbreite, aber auch verschieden groBe Bahnbreiten au^eisen. 

Der Wafer 1 weist KontroUmodul-Felder auf, die je einen optischen 
15 KontroUmodul enthalten. Das Vorsehen von optischen Kontrollmodulen an einem Waifer 
ist an sich seit langem bekannt Diese optischen Kontrollmodule enthalten quadratische 
Oder rechteckige Interferenzfelder, die je nach GroBe optisch mit dem Auge oder mit 
computerunterstutzten Erkemiungseinrichtungen erkennbar sind und die zur 
Maskeigustiearung und zur Schichtdickenpriifung venvendet werden. Die Ausbildung der 
20 Kontrollmodul-Felder und der daiin enthaltenen optischen Kontrolhnodule bei dem Wafer 
1 gemaB der Figur 1 ist nachfolgend anhand der Figur 2 im Detail beschrieben. 

Bei dem Wafer 1 gemaB den Figuren 1 und 2 sind jedem Belichtungsfeld 2 
zwei Kontrolhnodul-Felder Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2 zugeordnet. Die 
KontroUmodul-Felder Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2 verlaufen je parallel zu der ersten 
25 Richtung X und folglich zu den ersten Sagebahnen 6. AUe Kontrollmodul-Felder Al , A2, 
Bl, B2, CI, C2, Dl, D2 ©ttthalten je einen optischen KontroUmodul. Bin solcher optischer 
KontroUmodul weist auf bekannte Weise einen dreidhnensionalen Aufbau axif, weU bei 
jedem Prozessschritt ein Kontrollmodul-Bestandtefl realisiert wird, was zur Folge hat, dass 
von einem optischen KontroUmodul nur mindestens ein bei einem letzten Prozessschritt 
30 reaUsierter KontroUmodul-Bestandteil von auBerhalb des Wafers 1 sichlbar bzw. mit emer 
computerbasierten Erkennungseinrichtung erkennbar ist, wogegen aUe bei einem vor dem 
letzten Prozessschritt durchgefahrten Prozessschritt realisierten KontroUmodul- 
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Bestandteile ernes Kontrollmoduls von auBerhalb des Wafeis nicht sichtbar bzw. erkennbar 
sind. In der Figur 2 sind die in den Kontrollmodul-Feldem Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, 
D2 enthaltenen Kontrollmodule mit den Bezugszeichen OCM-Al, OCM-A2, OCM-Bl, 
OCM-B2, OCM-Cl, OCM-C2, OCM-Dl, OCM-D2, bezeichnet. Fiir die Kontrollmodul- 
5 Bestandteile sind Bezugszeichen nur bei dem optischen Kontrollmodul OCM-B 1 in der 
Figur 2 eingetragen. Die im Wafer 1 tiefer liegenden und daher von auBerh^ des Wafers 1 
weniger gut sichtbaren und daher mit strichlierten Linien dargestellten Kontrolhnodul- 
Bestandteile sind mit den Bezugszeichen 10, 1 1, 12, 13, 14 und ISversehen. Die diei im 
Wafer 1 hoher hegenden und daher von auBerhalb des Wafers 1 gut sichtbaren und daher 
10 mit durchgehenden Linien dargestellten Kontrolhnodul-Bestandteile sind mit den 
Bezugszeichen 16, 17 und 18 versehen. 

Wie aus der Figur 2 ersichtlich ist, sind die zwei Kontrolhnodul-Felder Al, A2, 
Bl, B2, CI, C2, Dl, D2 eines jeden Belichtungsfelds 2 innerhalb des betrefifenden 
Belichtungsfelds 2 angeordnet und besteht jedes mnerhalb eines Belichtungsfelds 2 
15 angeordnetes Kontrolhnodul-Feld Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2 aus mehreren 

Konttolhnodul-Feldteilen Al 1, A12, AIN und A21, A22 A2N und 

BII312, BlNundB21,B22, B2NundClNundC2NundDlNundD2N. 

Hierbei ist jeder KontroUmodul-Feldteil Al 1 bis D2N in einem Gitterfeld 3 voigesehen. 
Jeder Kontrolhnodul-Feldteil Al 1 bis D2N enthalt hierbei mindestens einen 
20 Kontrolhnodul-Bestandteil 10, 1 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 8. In der Figur 2 ist dargestellt, 
dass jeder Kontrollmodul-Feldteil Al 1 bis D2N dieselbe Anzahl von Kontrollmodul- 
Bestandteilen enthalt, namlich drei Kontrolhnodul-BestaQdteile. Dies muss nicht unbedingt 
so sein, weil in den Kontrollmodul-Feldteilen Al 1 bis D2N auch eine unterschiedliche 
Anzahl von Kontrollmodul-Bestandteilen enthalten sein kann, beispielsweise nur ein 
25 Kontrolhnodul-Bestandteil oder zwei Kontrollmodul-Bestandteile, aber auch vier, funf, 
sechs Oder mehrere solche Kontrollmodul-Bestandteile. 

Bei dem Wafer 1 ist die Anordnung der Kontrollmodul-Feldteile Al 1 bis D2N 
so getroffen, dass jeder Kontrolhnodul-Feldteil Al 1 bis D2N in jedem Gitterfeld 3 in der 
gleichen Position angeordnet ist. In dieser Position weist der in dem betreffenden Gitterfeld 
30 3 enthaltene IC 4 keine IC-Bestandteile auf Mit anderen Worten helBt dies, dass zur 
Realisierung der in jedem Kontrolhnodul-Feldteil Al 1 bis D2N enthaltenen 
Kontrolhnodul-Bestandteile je em Waferbereich ausgenutzt wird, der zum Realisieren des 
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betreffenden ICs 4 nicht erforderlich ist. 

Wie aus der Figur 2 weiters ersicMich ist, sindbei einer Betrachtung in der 
zweiten Richtung Y die in der zweiten Richtung Y aufeinanderfolgend angeordneten 
Kontrollmodul-Felder Al, A2, Bl, B2, CI, CI, Dl, D2 eines jedenBelichtungsfelds 2 in 
einem in der zweiten Richtung Y verlaufenden mittleren Abstand K voneinander 
angeordnet. In dem hier vorUegenden FaU ist der mittlere Abstand K gleich zu der ganzen 
Seitenlange L einer in der zweiten Richtung Y verlaufenden Seite M eines Belichtungsfelds 
2 abzuglich der Seitenlange N einer in der zweiten Richtung Y verlaufenden Seite P eines 
Gitterfelds 3. Der mittlere Abstand K kann aber auch Meinere Werte aufweisen, jedoch hat 
es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der mitflere Abstand K zumindest zu einem Viertel 
der Seitenlange L einer in der zweiten Richtung Y verlaufenden Seite K eines 
Belichtungsfelds 2 gleich ist. 

Bei dem Wafer 1 ist der groBe Vorteil erhalten, dass jedes Kontrolhnodul-Feld 
Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2 innerhalb eines Belichtungsfelds 2 unlergebracht ist, so 
dass fiir die Kontrolhnodul-Felder Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2 keiti Platzbedarf 
aufierhalb der BeUchtungsfelder 2 gegeben ist, was zur Folge hat, dass die parallel zu der 
ersten Richtung X verlaufenden Sagebahnen 6 besonders schmal ausgebildet sein konnen 
und folglich schmal ausgebildet sind. Bei dem Wafer 1 gemaB den Figuren 1 und 2 weisen 
alle Sagebahnen 6 eine erste Bahnbreite Wl von 50 \\m auf. Die erste Bahnbreite Wl kann 
aber auch 60 pm oder 70 |jm bzw. 40 (jm und auch noch kieiner sein, beispielsweise 30 [jm 
Oder 20 \im oder bei zukunftig realisierbaren Technologien nur 10 nm, da die erste 
Bahnbreite Wl in dem hier vorliegenden Fall nur dutch die Schneidvorrichtungen bzw. 
Trennvorrichtungen bestimmt ist, mit deren Hilfe ein Zerschneiden bzw. Zerteilen eines 
Wafers zum Vereinzehi der ICs erfolgt. Weiters ist bei dem Wafer 1 der Vorteil gegeben, 
dass zurReaHsierung der Kontrollmodule OCM-Al, OCM-A2, OCM-Bl, OCM-B2, 
OCM-Cl, OCM-C2, OCM-Dl, OCM-D2 keine Gitterfelder 3 herangezogen werden 
miissen, sondem die gesamte Inhalt eines Belichtungsfelds 2 liegende Flache far die 
Realisierung von ICs 4 zur Verfugung steht, so dass eine optimale Ausnutzung der 
gesamten Waferflache zur Herstellung von ICs 4 gegebai ist. 

Bezuglich der Kontrollmodule OCM-Al, OCM-A2, OCM-Bl, OCM-B2, 
OCM-Cl, OCM-C2, OCM-Dl, OCM-D2 ist noch zu erwahnen, dass die Kontrollmodule 
OCM-Al, OCM-A2, OCM-Bl, OCM-B2, OCM-Cl, OCM-C2, OCM-Dl, OCM-D2 
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vorzugsweise die nachfolgend erwahnten Ahmessungen aufweisen, namlicli eine in der 
ersten Richtang X verlaufemde Abmessung, die ungefahr 40,0 |j.m ist, und eine in der 
zweiten Richtung Y verlaufende Abmessung, die vingeiahr 40,0 |j.m betragt. Die tatsachlich 
vorliegenden Abmessungen sind von der jeweils verwendeten Technologie abhangig, so 
dass bei besonders modemen Technologien und derzeit noch in Entwicldung befindlichen 
Technologien auch noch Meinere Ahmessungswert erzielbar sind, etwa 30,0 ^m oder 
20,0 \xm. 

Bei dem Wafer 1 sind die Flachen der ICs 4 etwas geringer als die Flachen der 
Gitterfelder 3. Die Flachen der ICs 4 kSnnen aber auch gleich groB wie die Flachen der 
GitterfeMer 3 sein. 

Bei einem Wafer gemaB der Erfindung konnen anstelle von insgesamt zwei 
Kontrolltnodul-Feldem pro Belichtungsfeld auch drei, vier, ftinf, sechs oder noch mehr 
Kontrolhnodul-Felder vorgesehen sein. Die Anzahl an vorgesehenen Kontrollmodulen ist 
von der verwendeten Herstellungstechnologie zum Herstellen des Wafers und der darauf 
befindlichen ICs abhangig. 

Es kann noch erwahnt werden, dass bei dem Wafer 1 auch sogenamite 
ProzesskontroUmodule (PCMs) voihanden sind, die hierbei in den jmrallel zu der zweiten 
Richtung Y verlaufenden Sagebahnen 8 untergebracht sind. Es kann aber auch eine Losung 
vorgesehen sein, wie sie in dem Patentdokument WO 02/069.389 A2 beschrieben ist. 
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Patentansporuche: 

1. Wafer (1), 

welcher Wafer (1) eine Anzahl von Belichtungsfeldem (2) aufweist und 
welcher Wafer (1) in jedem Belichtungsfeld (2) eine Anzahl von Gitterfeldem (3) aufweist, 
5 wobei jedes Gitterfeld (3) einen IC (4) enthalt und wobei jeder IC (4) eine Vielzahl von IC- 
Bestandteilen enthalt, und 

welcher Wafer (1) eine erste Gruppe (5) von ersten Sagebahnen (6) und eine zweite Gruppe 
(7) von zweiten Sagebahnen (8) aufweist, wobei alle ersten Sagebahnen (6) der ersten 
Gruppe (5) je parallel zu einer ersten Richtung (X) verlaufen und je eine erste Bahnbreite 

10 (Wl) au^eisen und wobei alle zweiten Sagebahnen (8) der zweiten Giuppe (7) je parallel 
zu einer die erste Richtung (X) kreuzenden zweiten Richtung (Y) verlaufen und je eine 
zweite Bahnbreite (W2) aufweisen und wobei die ersten Sagebahnen (6) und die zweiten 
Sagebahnen (8) fur ein spateres Veteinzehi der Gitterfelder (3) und der darin enthaltenen 
ICs (4) vorgesehen und ausgebildet sind, und 

15 wobei in jedem BeUchtungsfeld (2) mindestens zwei Kontrollmodul-Felder (Al, A2, Bl, 
B2, CI, C2, Dl, D2) vorgesehen sind, welche Kontrolhnodul-Felder (Al, A2, Bl, B2, CI, 
C2, Dl, D2) je parallel zu der ersten Richtung (X) und folglich zu den ersten Sagebahnen 
(6) verlaufen und je mindestens einen optischen Kontrollmodul (OCM-Al, OCM-A2, 
OCM-Bl, OCM-B2, OCM-Cl, OCM-C2, OCM-Dl, OCM-D2) enthalten, wobei jeder 

20 KontroUmodul (OCM-Al, OCM-A2, OCM-Bl, OCM-B2, OCM-Cl, OCM-C2, OCM-Dl, 
OCM-D2) eine Mehrzahl von Kontrolhnodul-Bestandteilen (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18) enthalt, und 

wobei jedes innerhalb eines Belichtungsfelds (2) angeordnetes Kontrolhnodul-Feld(Al, 

A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2) aus mehreren Kontrollmodul-Feldteilen (Al 1, A12, AIN 

25 und A21, A22, A2NundBll, B12, BlNundB21, B22, B21S 

und CIN und C2N und DIN und D2N ) besteht und auf mehrere Gitterfelder (3) aufgeteilt 
istund 

wobei jeder KontroUmodul-Feldteil (Al 1 bis D2N) in einem Gitterfeld (3) vorgesehen ist 
und mindestens einen Kontrolhnodul-Bestandteil (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 
30 enthalt. 

2. Wafer (1) nach Anspruch 1 , 
wobei jeder Kontrolhnodul-Feldteil (Al 1 bis D2N) in jedem Gitterfeld (3) in der gleichen 
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Position angeordnet ist, in welcher Position der in dem betreffenden Gitteifeld (3) 
enthaltene IC (4) keine IC-Bestandteile aufsveist. 

3 . Wafer (1 ) nach Anspruch 1 , 

wobei die mindestens zwei Kontrollmodul-Felder (Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2) eines 
5 jeden Belichtungsfelds (2) in einem in der zweiten Richtung (Y) verlaufenden mitderen 
Abstand (K) voneinander angeordnet sind, welcher mittlere Abstand (K) zumindest zu 
einem Viertel der Seitenlange (L) einer in der zweiten Richtung (Y) verlaufenden Seite (M) 
eines Belichtungsfelds (2) gleich ist. 

4. Wafer (1 ) nach Anspruch 3 , 

10 wobei der mittlere Abstand (K) zu der ganzen Seitenlange (L) einer in der zweiten 

Richtung (Y) verlaufenden Seite (M) eines Belichtungsfelds (2) abzugUch der Seitenlange 
(N) einer m der zweiten Richtung (Y) verlaufenden Seite (?) eines Gitterfelds (3) gleich ist. 
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ZusaTnTTienfassung 

Wafer mit optischen Kontrolhnodulen in Gitterfeldem 
Bei emem Wafer (1) mit einer Anzahl von Belichtungsfeldem (2), wobei jedes 
BeUchttmgsfeld (2) eine Anzahl von Gitterfeldem (3) mit einem darin enthallenen IC (4) 

5 au^eist, sind zwei Grappen (5, 7) von Sagebahnen (6, 8) vorgesehen md sind jedem 
Belichtungsfeld (2) zwei Kontrollmodul-Felder (Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2) 
zugeordnet, welche Kontrollmodul-Felder (Al, A2, Bl, B2, CI, C2, Dl, D2) je mindestens 
einen optischen Kontrollmodul (OCMAl, OCM-A2, OCM-Bl, OCM-B2 OCM-Cl, OCM- 
C2, OCM-Dl, OCM-D2,) enthalten und ianerhalb des betreffenden Belichtungsfelds (2) 

10 liegenundausmehrerenKontrollmodul-Feldteilen(All, A12, AlNund A21, 

A22, A2N undBll, B12, BIN undB21, B22, .B2N und CIN 

und C2N und DIN und D2N) bestehen und auf mehrere Gitterfelder 3 aufgeteilt sind, 
wobei jeder Kontrollmodul-Feldteil (Al 1 bis D2N) in einem Gittetfeld 3 vorgesehen ist 
und mindestens einen Kontrollmodul-BestandteU (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

15 enthalt. 

(Figur 2) 
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